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【はじめに】我々は n 型伝導を示す Al0.82In0.18N/GaN DBR を用いた VCSEL の室温連続発振を報

告した[1]。その際、組成傾斜層を用いずとも良好な導電性が得られた[2]。一方で、この 40 ペア

DBR の反射率は理論値（99.9％）より低い 99.4%であった。本研究では、n 型伝導 AlInN/GaN DBR

のさらなる反射率の改善のための界面制御と、それに伴う導電性制御に関して検討した。その際、

より急峻な界面を有する DBR では意図的に組成傾斜層を用いる必要があったことを報告する。 

【実験方法】MOVPE 法により 3 種類の 10 ペア Si ドープ AlInN/GaN DBR を用意した。組成傾

斜層が無く、従来の成長条件で作製した試料（(a)従来）、組成傾斜層がなく、より最適化された成

長条件で界面を形成した試料（(b)最適化）、さらに試料(b)に組成傾斜層を導入した試料（(c)組成

傾斜）の 3 種類である。各試料の XRD 曲線、I-V 特性を測定した。また、試料(a)と(c)の 40 ペア

DBR(a-2)と(c-2)も用意し、反射率スペクトルを測定、比較した。 

【結果】図 1 に 10 ペア Si ドープ DBR(a)従来と(b)最適化の XRD 測定結果を示す。(b)は、(a)に

比べ、鋭いサテライトピークを示すことから、より急峻な界面が最適化により形成されたと考え

られる。図 2 には 3 種類全ての試料の電流電圧特性を示す。興味深いことに、最適化あり・組成

傾斜なしの試料(b)はショットキー性を示したが、(a)従来と(c)組成傾斜の試料は良好なオーミック

性を示した。上記二つの結果は、最適化によってより急峻な界面が形成され、赤外 VCSEL と同

様、その急峻な界面のバンド不連続によりショットキー性が生じること、さらに、そこに組成傾

斜層を設けることで導電性が大きく改善すると解釈できる。図 3 に試料(a-2)と(c-2)の反射率スペ

クトルを示す。従来と同等の導電性を示しながら、反射率が大幅に改善され、99.85%を実現した。 

 

 

 

 

 

 

図 1 XRD2θ − ω        図 2 各試料の I-V特性           図 3 反射率スペクトル      
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